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Nowoczesna technologia, i elektronika w szczegdlnosci, opiera si¢ na zastosowaniu krzemu jako
podstawowego potprzewodnika do konstrukcji uktadow scalonych i magnetycznych komoérek pamigci na
bazie kobaltu, do zapisu informacji, oraz dazeniu do miniaturyzacji i optymalizacji kazdej kolejnej
generacji urzadzen. Jednym ze sposobow na utrzymanie dalszej miniaturyzacji i zwigkszania szybkosci
dziatania jest potaczenie najlepszych cech dwoch swiatow — opartym na potprzewodnikach przetwarzaniu
informacji, z ich elastycznos$cig w manipulowaniu parametrami elektrycznymi, oraz jej zapisie opartym na
materiatach magnetycznych, z ich duza szybkoscia przetaczania — w jednym materiale. Wsrod najbardziej
znanych potprzewodnikow wyrdznia si¢ arsenek galu, ktory jest juz dzi§ powszechnie stosowany w
obwodach tacznosci satelitarnej, telefonach komorkowych oraz wysoko-czestotliwosciowych systemach
radarowych. Dodanie jondw magnetycznych, np. manganu, do GaAs wprowadza namagnesowanie jako
dodatkowa wlasciwos¢ materiatu, dajac mozliwo$¢ wykorzystania, oprocz dostepnego w klasycznej
elektronice tadunku elektronu, takze jego momentu magnetycznego, spinu, w elektronice spinowej (tzw.
spintronice).

Trojsktadnikowy rozcienczony potprzewodnik magnetyczny (Ga,Mn)As jest modelowym
materiatem spintronicznym, szeroko wykorzystywanym w ostatnich latach do badan zaréwno nowych
koncepcji zastosowan spintronicznych jak i stworzenia silnych podstaw teoretycznych opisu zjawisk
fizycznych zachodzacych w potprzewodnikach magnetycznych z grup I11-V. W ramach proponowanych
badan planujemy dodanie bizmutu, cigzkiego pierwiastka grupy V, do (Ga,Mn)As w celu wzmocnienia
szczegbdlnych wilasciwosci transportu elektronowego w tym materiale w wyniku znacznego zwickszenia
sity sprzgzenia spin-orbitalnego. Za pomocg niskotemperaturowe;j epitaksji z wigzek molekularnych (LT-
MBE) wytworzyliémy cienkie warstwy nowego czterosktadnikowego zwigzku (Ga,Mn)(Bi,As), ktorych
jakos¢ strukturalng bedziemy bada¢é z wykorzystaniem technik rentgenowskich i mikroskopii
elektronowej. Ponadto, na wybranych warstwach, o najlepszych wtasciwosciach elektrycznych i
magnetycznych, bedziemy wytwarzac¢ nanostruktury o réoznych geometriach do badan, glownie metodami
niskotemperaturowego magneto-transportu, w celu przetestowania mozliwosci ich wykorzystania do
nowego typu urzadzen spintronicznych taczacych przetwarzanie informacji z ich zapisem w jednym
uktadzie.

W dobie ciagle pojawiajacych si¢ nowych materiatow chcemy pokazaé, ze cienkie warstwy
(Ga,Mn)As oraz (Ga,Mn)(Bi,As) charakteryzuja si¢ wlasciwos$ciami interesujacymi zarowno dla badan
eksperymentalnych jak i teoretycznego modelowania ich wtasciwosci. Gtownym celem proponowanych
badan bedzie rozszerzenie stanu wiedzy na temat nowych zjawisk fizycznych zachodzacych w tych
rozcienczonych pétprzewodnikach magnetycznych.



